Генерация терагерцового излучения в фотопроводящих антеннах на основе LT – InGaAs, выращенных на подложках GaAs с ориентациями (100) и (111)A.
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Под терагерцовым излучением понимают излучение с частотами, лежащими в диапазоне от 0.1 до 10 ТГц. В последнее время все больше появляется потребность в создании генераторов ТГц-излучения для иccледования свойств веществ в ТГц диапазоне. Одними из наиболее перспективных материалов для ТГц антенн являются эпитаксиальные соединения A3B5, выращенные в низкотемпературном режиме. Одним из первых таких материалов был низкотемпературный LT-GaAs (Low-Temperature GaAs). На основе LT-GaAs сделано большое количество действующих устройств [1]. Низкотемпературный рост приводит к встраиванию избыточных атомов мышьяка As в кристаллическую решетку LT-GaAs и к образованию дефектов: антиструктурных дефектов — атом мышьяка в узле атома галлия AsGa, межузельных атомов Asi , вакансий галлия VGa. За захват фотовозбужденных электронов и уменьшение их времени жизни, главным образом, ответствен дефект AsGa, что обуславливает ультракороткое время возбужденных носителей.
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Ранее было показано [2], что амплитуда терагерцевого излучения от слоев LT-InGaAs, выращенных на подложках InP различных ориентаций (411)A и (100) существенно отличаются (в 3−5 раз). Развивая этот подход, в данной работе исследовались готовые спиральные антенны на основе эпитаксиальных пленок LT-InGaAs на подложках GaAs, с различными ориентациями (111)А и (100). Было показано, что антенны на подложках с ориентацией (111)А генерируют ТГц излучение в 1.5-2 эффективнее по амплитуде поля, чем антенны на подложках GaAs (100) (Рис.1), были измерены мощность излучаемого ТГц излучения и его спектр. Данный эффект может быть полезен в промышленном производстве терагерцовых излучающих фотопроводящих антенн.
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